
值不同，但只要测量光强的光学系统与制作标准曲

线时的测光强的光学系统相同，方程式。〕 、 (3)中的

常数 α1、 α2 和 81. 82 就是某一特定的数值。这并不

带来计算误差。 /

光强测量采取直流注.单色仪→光电倍增管þ~

记录仪或检流计。 . I 
本方法的测量精度，将受到电泳效应、杂质内体

的存在及测量仪器的稳定性的影响，实验结果表明，

有效地控制这些因素之后，气压和气压比的测量，相

对误差能达到:4Ed7%，俨叼。

(南开大学物理系现代尤学研究室 刘志因

李宝珍 1980 年 6 月 9 日收稿)

用光电流光谱学新技术测量激光光谱线的轮廓和线宽

Abstract: This paper describes a simple and reliable method of measuring the linewidth and 

p:r咄le of a He-Ne laser line at 6328λby means of optógalvar山 spectroscopy.

低压气体放电的光电流效应[1) 现在已发展成为

一门新型的光电流光谱学技术白，3]i 广泛应用 于激

光光谱学研究、计量学、分析化学上[4-7)。

我们应用这种光电流光谱技术，测量了氢一氛激

光 6328Ã 线的轮廓和线宽，并用扫描干涉仪验证了
测量结果。实验装置示子图 1 。把普通未稳频的

Hc-Ne 激光用工作波长范围为 5500~6500 埃p 光

谱分辨率为 0.6 千兆赫和自由光谱范围为 30 千兆

赫的扫描干涉仪进行扫描(一个自由光谱范围扫描

时间为 10 秒)，然后沿轴向聚焦于 Fe-Ne 空心阴极

灯的阴极孔中。测量光感生的光电流光谱。限流电

阻已在空心阴极灯电源中匹配。空心阴极灯放电电

流为 27 毫安，隔直电容 1 微沽，放电电压 +190 伏，

阴极接地p 光电流信号由阳极输出。用 800 周相敏

检波放大器放大，用 x-y 记录器记录。测得的谱线

轮廓示于图 2。干涉仪的自由光谱范围为 0.36 埃，

在图上占 8.4分度，谱线宽度占 0.37 分度p 按比例

计算得出线宽为 0 .016λ。这一数据与用扫描干涉

仪单独测量的结果相符(见图句。

图 1 实验装置示意图
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图 2

纵坐标为光电流信号的相对响应(毫伏量级).横

坐标为干涉位相，两峰分别表示刑和刑+]级的

最大干涉，其自由光谱范围为 30 千兆赫，相当于
0.36 埃

图 3

纵坐标为相对光强度(任意坐标).横坐标为干涉
位相，两峰分别表示刑和刑十1 级的最大干涉.

其自由光谱范围为 30 千兆赫，相当于 0.36 埃

可以预期，随着激光技术和激光光谱学的发展p

光电流光谱学技术p 将成为超高分辨激光光谱学研

究，激光分离同位素，激光化学等领域的一种很有用

的方法。
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采用半导体热电堆的激光体吸收卡计

//// 

Abstract: A new laser calorimeter has been developed with semiconductor thermopile as the te 

m归rature sensor. Compared with metal-wire thermopiles, they have the advantages ofhigh­

sensitivity, I:ower electrical resistance, and the manufacture tωhnology is simple. 

It can be used for the ener盯 measul'四lent of laser pulses at an wavelength range from 0.3 

μmtο10μ，m and energies from 0.013 to 15 joules, with an absolute accuracy of 士5% 。

在高功率脉冲激光体吸收卡计中[日，温升是通

过粘在接收盘后面的金属丝热电偶测量的P 这些热

电偶灵敏度低、电阻大、粘结工艺复杂。

在半导体热电堆激光卡计中，用半导体热电堆

代替金属丝热电偶，与金属丝热电偶相比，具有: (1) 

灵敏度高，因为每对半导体热电元件的温差砸动势

， 率约 400 微伏;oC，而金属丝热电偶的温差电动势为

41 微伏;oC (指铜-康铜热电偶)。 但〉电阻低，通常

18 对串联的半导体热电堆其电阻只有 2~3 欧姆，

而同样对数的金属丝热电偶串联时，电阻可达 60~

70 欧姆，因此可降低对放大器的苛刻要求。 (3) 制

作工艺简单，因为半导体热电元件可制成多偶单元

串联组件p 然后简单地胶到卡计吸收体上，从而避免

了热电偶焊接、粘结的复杂工艺。

半导体热电堆激光卡计是根据恒温卡计的理论

进行设计的，其结构如图 1 所示。吸收体采用剖Ox

1. 0 毫米的 AB10 中性有色玻璃，用银环氧胶粘到

φ20 x 1. 6 毫米的铝盘上p 铝盘经阳极氧化处理使之

电绝缘，盘上绕有电校准加热丝。半导体热电堆用

(1 x 1 x 5)毫米的热电元件 18 对串联，用银环氧胶

粘到接收铝盘的另一面，两个相似的铝盘差分连结， 。

用以减少环境温度起伏的热噪声。

半导体热电元件是由 Bi2Te3~Sb2Te3(P 型)和

Bi2Te3~ Bi2Se3(N型)固熔体合金制备的(2.3] 。

与激光能量测量有关的半导体热电元件的热特

.光荣

图 1 半导体热电堆激光卡计

性主要是温差电动势率和热导率。 测量 1 对元件的

温差电动势约 400 微伏;'OC，由 18 对元件串联组成

的热电堆所产生的温差电动势约为 7000 微伏;oC。

测量热电元件的热导率为 0.018 瓦;oC.厘米。为减

1. 

。

。 2 3 
时间〈分钟}

图 2 卡计的时间-温度曲线
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